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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體封裝，包括：
一個引線框架，其包括：

一個或多個管芯焊盤；和

第一組多個引線，沿著第一方向從所述一個或多個管芯焊盤延伸出去，所述第一組多個

引線中的每一個引線都包括：

一個基部構件，其包括：

一個第一側面；和

一個第二側面；和

一個突出構件，其直接連接到所述第一組多個引線的基部構件，所述第一組多個引線的

突出構件包括：

一個端面；

一個晶片，附著到引線框架的一個或多個管芯焊盤；

以及一個封裝晶片的模制封裝；

其中，所述第一組多個引線中的每一個引線的突出構件的端面寬度都小於所述第一組多

個引線的每一個引線的基部構件寬度的 50%；以及
其中，所述第一組多個引線中的每一個引線的突出構件的端面都沒有鍍上用於焊接的可

潤濕金屬。
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2.　如請求項 1所述的半導體封裝，其中所述第一組多個引線中的每一條的基部構件的第一
側表面的 50%以上和所述第一組多個引線的每一根的基部構件第二側表面的 50%以上鍍
有用於焊接的可潤濕金屬。

3.　如請求項 1所述的半導體封裝，其中所述第一組多個引線中的每一個引線還包括：
第一缺口，其位於所述第一組多個引線中的每一個引線的基部構件的第一側表面和所述

第一組多個引線中的每一個引線的突出構件的端面之間；以及

第二缺口，其位於所述第一組多個引線中的每一個引線的基部構件的第二側表面和所述

第一組多個引線中的每一個引線的突出構件的端面之間；並且

其中，所述第一組多個引線中的每一個引線的第一缺口的表面和所述第一組多個引線中

的每一個引線的第二缺口的表面都鍍有用於焊接的可潤濕金屬。

4.　如請求項 1所述的半導體封裝，其中所述第一組多個引線中的每一個引線的突出構件還
包括：

一個第一平坦側表面；以及

一個與所述第一平坦側表面相對的第二平坦側表面；

其中所述第一組多個引線中的每一個引線的基部構件還包括：

第一平坦端表面，其垂直於並直接連接到所述第一組多個引線中的每一個引線的基部構

件的第一側表面；和

第二平坦端表面，其垂直於並直接連接到所述第一組多個引線中的每一個引線的基部構

件的第二側表面；

其中，所述第一組多個引線中的每一個引線的突出構件的第一平坦側表面、所述第一組

多個引線中的所述每一個引線的突出構件的第二平坦側表面，所述第一組多個引線中每

一個引線的基部構件的第一平坦端表面，以及所述第一組多個引線中的每一個引線的基

部成員的第二平坦端表面都鍍有用於焊接的可濕金屬。

5.　如請求項 1所述的半導體封裝，還包括沿與第一方向相反的第二方向遠離所述一個或多
個管芯焊盤延伸的第二組多個引線，所述第二組多個引線中的每一個引線都包括：

一個基部構件，包括：

一個第一側面；以及

一個第二側面；和

一個突出構件，直接連接到所述第二組多個引線的基部構件，所述第二組多個引線的突

出構件包括：一個端面；

其中，所述第二組多個引線中的每一個引線的突出構件的端面寬度小於所述第二組多個

引線中每一個引線的基部構件寬度的 50%；
其中，所述第二組多個引線中的每一個引線的基部構件的第一側表面的 50%以上和所述
第二組多個引線中的每一個引線基部構件的第二側表面的 50%以上，都鍍有用於焊接的
可潤濕金屬；並且

其中，所述第二組多個引線中的每一個引線的突出構件的端面都沒有鍍上用於焊接的可

潤濕金屬。

6.　如請求項 5所述的半導體封裝，其中所述第二組多個引線中的每一個引線還包括：
一個第一缺口，其位於所述第二組多個引線中的每一個引線的基部構件的第一側表面和

所述第二組多個引線中每一個引線的突出構件的端面之間；和

一個第二缺口，其位於所述第二組多個引線中的每一個引線的基部構件的第二側表面和

所述第二組多個引線中每一個引線的突出構件的端面之間；並且

其中，所述第二組多個引線中的每一個引線的第一缺口的表面和所述第二組多個引線中

每一個引線的第二缺口的表面，都鍍有用於焊接的可潤濕金屬。
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7.　如請求項 5所述的半導體封裝，其中所述第二組多個引線中的每一個引線的突出構件還
包括：

一個第一平坦側表面；和

一個與第一平坦側表面相對的第二平坦側表面；

其中所述第二組多個引線中的每一個引線的基部構件還包括：

一個第一平坦端表面，其垂直於並直接連接到所述第二組多個引線中的每一個引線的基

部構件的第一側表面；

基部和

一個第二平坦端表面，其垂直於並直接連接到所述第二組多個引線中的每一個引線的基

部構件的第二側表面；

其中，所述第二組多個引線中的每一個引線的突出構件的第一平坦側表面、所述第二組

多個引線中每一個引線突出構件的第二平坦側表面和所述第二組多個引線中每一個引線

的基部構件的第一平坦端表面以及所述第二組多個引線中所述每一個引線的基部構件第

二平坦端表面都鍍有用於焊接的可潤濕金屬。

8.　如請求項 5所述的半導體封裝，其中引線框還包括：
一個第三組多個引線，其沿著垂直於第一方向的第三方向遠離所述一個或多個管芯焊盤

延伸，所述第三組多個引線中的每一個引線都包括：

一個基部構件，其包括：

一個第一側表面；以及

一個第二側表面；和

一個突出構件，其直接連接到所述第三組多個引線的基部構件，所述第三組多個引線中

的突出構件包括：

一個端面；和

第四組多個引線，其沿著與第三方向相反的第四方向遠離一個或多個管芯焊盤延伸，所

述第四組多個引線中的每一個都包括：

一個基部構件，其包括：

一個第一側面；以及

一個第二側面；和

一個突出構件，其直接連接到所述第四組多個引線的基部構件，所述第四組多個引線中

的突出構件包括：

一個端面；

其中，所述第三組多個引線中的每一個引線的突出構件的端面的寬度小於所述第三組多

個引線的每一個引線的基部構件的寬度的 50%；
其中，所述第三組多個引線中的每一個引線的基部構件的第一側表面的 50%以上和所述
第三組多個引線的每一個引線中的所述基部構件的第二側表面的 50%以上，都鍍有用於
焊接的可潤濕金屬；

其中所述第三組多個引線中的每一個引線的突出構件的端面沒有鍍上用於焊接的可潤濕

金屬；

其中，所述第四組多個引線中的每一個引線的突出構件的端面的寬度小於所述第四組多

個引線的每一個引線中的基部構件的寬度的 50%；
其中，所述第四組多個引線中的每一個引線的基部構件的第一側表面的 50%以上和所述
第四組多個引線的每一個引線中的基部構件第二側表面的 50%以上，都鍍有用於焊接的
可潤濕金屬；和

其中，所述第四組多個引線中的每一個引線的突出構件的端面沒有鍍上用於焊接的可潤

濕金屬。
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9.　一種用於製造半導體封裝的方法，所述方法包括以下步驟：提供引線框陣列，所述引線
框陣列包括：

一個或多個引線框，所述一個或多個引線框的每個引線框包括一個或多個管芯焊盤；

一個第一阻擋條，其包括：

第一組多個阻擋條連接部分；

第二阻擋條，其包括：

第二組多個阻擋條連接部分；

第一組多個凹槽，位於第一阻擋條和所述每個引線框架的第一側之間；

第二組多個凹槽，位於所述第二阻擋條和所述每個引線框架的第二側之間，所述每個導

線框架的第二側與所述每個引腳框架的第一側相對；

第一組多個引線，其沿著第一方向遠離一個或多個管芯焊盤延伸，第一組多個引線中的

每一個都連接到第一阻擋條；和

第二組多個引線，其沿著與第一方向相反的第二方向遠離一個或多個管芯葉片延伸，第

二組多個引線中的每一個引線都連接到第二阻擋條；

在一個或多個管芯焊盤上安裝晶片；

形成封裝晶片的模制封裝；

應用切割工藝或衝壓工藝去除第一組多個阻擋條連接部分和第二組多個阻擋條連接部

分；

在引線框架陣列的未被模制封裝覆蓋的部分上鍍錫；並應用單片化過程。

10.   如請求項 9所述的方法，其中在形成模制封裝的步驟之前應用引線鍵合工藝或夾子鍵合
工藝。

11.   如請求項 9所述的方法，其中所述第一組多個阻擋條連接部分和所述第二組多個阻擋條
連接部分中的每一個都包括：

一個第一端部；

一個中心部分；和

一個與第一端部相對的第二端部；

其中，所述第一端部的橫截面積小於所述中心部分的橫截面面積；並且

其中，所述第二端部的橫截面積小於所述中心部分的橫截面面積。

12.   如請求項 9所述的方法，其中所述第一組多個引線中的每一個都包括：
一個基部構件；和

一個突出構件，其直接連接到所述第一組多個引線的基部構件；

其中所述第一組多個引線中的每一個引線的突出構件的寬度，都小於所述第一組多個引

線中的每一個引線的基部構件的寬度的 50%；
其中，所述第二組多個引線中的每一個引線都包括：

一個基部構件；和

一個突出構件，其直接連接到所述第二組多個引線的基部構件；和

其中，所述第二組多個引線中的每一個引線的突出構件的寬度，都小於所述第二組多個

引線中每一個引線的基部構件的寬度的 50%。
13.   如請求項 9所述的方法，其中所述第一組多個阻擋條連接部分中的每一個都包括：

一個第一弧形部分；和

一個第二弧形部分；和

其中，所述第二組多個阻擋條連接部分中的每一個都包括：

一個第一弧形部分；和

一個第二弧形部分。

14.   如請求項 9所述的方法，其中所述一個或多個引線框中的每個引線框還包括：

(4)
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第一組多個矩形孔，位於第一組多個阻擋條連接部分和一個或多個管芯焊盤之間；

其中，所述第一組多個矩形孔中的每一個的橫向尺寸都小於所述第一組多個阻擋條連接

部分中的相應阻擋條連接部分的橫向尺寸。

15.   如請求項 9所述的方法，其中所述一個或多個引線框中的每個引線框還包括：
一個第三阻擋條，其包括：

第三組多個阻擋條連接部分；

一個第四阻擋條，其包括：

第四組多個阻擋條連接部分；

第三組多個凹槽，位於第三阻擋條和所述每個引線框架的第三側之間；

第四組多個凹槽，位於第四阻擋條和所述每個引線框架的第四側之間，所述每個導線框

架的第四側與所述每個引線框架的第三側相對；

第三組多個引線，其沿著垂直於第一方向的第三方向遠離一個或多個管芯焊盤延伸，第

三組多個引線中的每一個都連接到第三阻擋條；和

第四組多個引線，其沿著與第三方向相反的第四方向遠離一個或多個管芯焊盤延伸，第

四組多個引線中的每一個引線都連接到第四阻擋條；和

其中，所述應用切割工藝或衝壓工藝還去除了第三組多個阻擋條連接部分和第四組多個

阻擋條連接部分。

16.   如請求項 15所述的方法，其中所述第三組多個引線中的每一個引線都包括：
一個基部構件；和

一個突出構件，其直接連接到所述第三組多個引線的基部構件；

其中，所述第三組多個引線中的每一個引線的突出構件的寬度小於所述第三組多個引線

的每條的基部構件的寬度的 50%；
其中，所述第四組多個引線中的每一個引線都包括：

一個基部構件；和

一個突出構件，其直接連接到所述第四組多個引線的基部構件；和

其中，所述第四組多個引線中的每一個引線的突出構件的寬度，都小於所述第四組多個

引線中的每一個引線中的基部構件的寬度的 50%。
17.   如請求項 9所述的方法，其中所述一個或多個引線框中的每個引線框還包括：

第一組多個孔，每個孔都位於第一組凹槽中的一對凹槽之間；以及

第二組多個孔，所述第二組多個孔中的每一個孔都位於所述第二組多個凹槽中的相應一

對凹槽之間。

圖式簡單說明

圖 1表示出了本公開示例中的半導體封裝的透視圖。
圖 2A表示出了本公開的示例中的引線的俯視圖。
圖 2B表示出了本公開示例中的另一引線的俯視圖。
圖 3是本公開的示例中的另一個半導體封裝的俯視圖。
圖 4是本公開的示例中開發半導體封裝的過程的流程圖。
圖 5A、5B、5C、5D、5E、5F和 5G表示了本公開示例中製造半導體封裝的工藝步驟。
圖 6表示出了本公開示例中的又一個引線框的俯視圖。
圖 7表示出了本公開示例中的引線框架陣列的俯視圖。
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